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Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eindimensionaler (1-D) 
koaxialer Ge/SiC↓x↓N↓y↓-Heterostrukturen, eine derartige Struktur und die Verwendung der 
Struktur.$A Um ein Verfahren zum Herstellen eindimensionaler koaxialer Ge/SiC↓x↓N↓y↓-
Heterostrukturen zu schaffen, wird im Rahmen der Erfindung vorgeschlagen, dass in der chemischen 
Gasphasenabscheidung (CVD) der Precursor Ge[N(SiMe↓3↓)]↓2↓ oder Homologe verwendet werden.$A 
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Auf diese Weise wurde es erstmals möglich, einkristalline Germanium-Nanowires mit chemisch und 
mechanisch stabiler Schale aus SiC↓x↓N↓y↓ zu schaffen. Der einstufige Prozess beruht auf 
molekülbasierter CVD mittels Ge[N(SiMe↓3↓)]↓2↓ als Precursor und erlaubt die direkte Herstellung von 
koaxialen Ge/SiC↓x↓N↓y↓-Heterostrukturen.
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